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电离光电子动力学特征及其成像图谱
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摘要　基于抛物线坐标系的电离光电子运动方程，分析了具有不同动能光电子运动轨道及其特征，给出了光电子

投射到探测器上的半径表示。结果表明，快电子成像图谱既反映了光电子的能量特点，也反映了所处轨道的空间

分布信息；慢电子的成像图谱则与其所具有的能量密切相关，光电子主要集中在成像图谱的中心区域。
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１　引　　言

光电离的过程是光与原子、分子作用时量子态

上的光电子从束缚态到连续态（束缚态和自由态）的

跃迁过程。被电离的光电子会携带着它在束缚态的

能量信息，同时从不同运行轨道电离也会携带着其

轨道信息。因此人们不但关注光电子的能量状态，

也希望获得和电子运行轨道相关的空间分布信息。

光电子角分布成像光谱技术是一种新型的光电子探

测手段，是探索原子、分子结构的重要方法之一。这

种光谱技术具有较高的探测效率，并能同时研究光

电子的能量和空间角分布情况。这种二维检测的新

型成像光谱技术在１９９３年由 Ｈｅｌｍ 等
［１］引入。

Ｂｏｒｄａｓ
［２］对这种光谱仪做过分析，Ｂｏｒｄａｓ等

［３］对这

种技术的原理给出了更为细致的描述。

光电离过程与光电子所处的能态相关，处于不

同能态的光电子电离过程会有所不同。如处于里德

堡态的光电子被电离时，由于有加速电场的作用，光

电子既会受到外电场的作用，同时也会受到原子核

库仑场的作用，这样被电离光电子的运动轨迹会十

分复杂。Ｆｒｅｅｍａｎ等
［５，６］研究了位于里德堡态的电

子被电离后的状态，直接观察波函数震荡结构。

Ｋｏｎｄｒａｔｏｖｉｃｈ等
［７，８］讨论了类氢系统处在外场中光

电子的经典运动问题。

本文基于抛物线ξ和η坐标系中光电子的运动

方程，讨论了各种条件下方程的解，以及光电子的运

动特征。在考虑和不考虑库仑势的两种情况下，研
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究了具有不同动能的光电子投射到探测器上的半径

表示。讨论了慢光电子成像图谱与一般光电子成像

图谱的差异。研究发现慢电子成像图谱，它不仅受

到初始能量的影响，同时也受到外场的影响；当能量

小于零时，光电子主要集中在图像的中心位置。而

介于慢电子与快电子之间时，图像最为复杂。

２　经典电离轨道

在光电离实验的宏观信息中，出射光电子所包

含的物理信息与临近核的光电子微观状态有关，从

而在宏观状态下可以看出原子系统的光电子波函数

的本质。在孤立的氢原子中，光电子的势能可以写为

－１／狉 （ａ．ｕ．）［（ａ．ｕ．）是原子单位，１ （ａ．ｕ．）＝

２７．２１１４ｅＶ］。当原子置于外电场犉（方向沿狕轴）

中时，原子的势能为犞＝－１／狉－犉狕 （ａ．ｕ．）
［４］。库

仑场和Ｓｔａｒｋ场共同作用产生鞍点，鞍点能量为

犈ｓｐ＝－２槡犉． （１）

而自由场电离线定义为零点能，如图１所示。在鞍

点临界能量以上时，库仑势和斯塔克势对光电子电

离后的运行轨迹会有明显影响。

图１ 由库仑场和Ｓｔａｒｋ场共同引起的势能犈的

示意图（参数犉＝１）

Ｆｉｇ．１ Ｓｋｅｔｃｈｏｆｔｈｅｐｏｔｅｎｔｉａｌ犈ｉｎｄｕｃｅｄｂｙＣｏｕｌｏｍｂ

ａｎｄＳｔａｒｋｆｉｅｌｄｓ

当电离的光电子能量较低时（通常称为慢电子，

反之为快电子），光电子和离子核之间的库仑势则不

能忽略。不考虑库仑势时，光电子成像显示出一个

环，它对应一个电离通道。但当初始动能小，即考虑

库仑势时，光电子成像显示出较为复杂的结构［８］。

在这种情况下，光电子发射受静电势 （－狇犉狕）和库

仑势（－狇／狉）二者共同作用，不是以简单的轨道运

行。把经典运动方程在抛物线坐标下分解，ξ＝狉＋狕，

η＝狉－狕，φ＝ａｒｃｔａｎ（狔／狓）。这样根据关系 ｄ狉／ｄ（ ）狋 ２
＝

犈＋（１／狉）－犉狕得到ｄ狉／ｄ狋＝ 犈＋（１／狉）－［ ］犉狕 １／２，约

化时间变量τ和关系ｄτ＝ｄ狋／狉，以及上面提及的坐标表

示，在原子单位下，光电子在静电场犉中总动能为犈的

运动方程可写为［４，８，９］

ｄξ
ｄτ
＝２ξ

１

２
犈＋

犣１

ξ
－
１

４
犉（ ）ξ

１／２

，

ｄη
ｄτ
＝２η

１

２
犈＋

犣２

η
＋
１

４
犉（ ）η

１／２烅

烄

烆
，

（２）

因为轨道角动量狆 对光电子运动的影响不大，因此

这里忽略了它的影响。其中常数犣１和犣２（犣１＋犣２＝

犣，原子的核电荷数）与光电子初始速度和电场轴之

间的夹角β有关：

犣１ ＝犣ｃｏｓ
２（β／２），　犣２ ＝犣ｓｉｎ

２（β／２）， （３）

它们分别代表着在ξ和η方向的核电荷数的权重比

例。（２）式的解是抛物线坐标ξ和η关于时间变量τ

的雅可比椭圆函数。

２．１　光电子沿着ξ方向的运动

考虑光电子沿着ξ方向的运动，在这个方向上，

光电子的经典运动在有限区域内随时间τ周期变

化。对于不同的初始动能，光电子逃离前沿ξ轴可

能会出现一次或几次振荡。其解表示为

ξ（τ）＝
狘ξ－狘ｓｎ

２（φ狘犿ξ）

犿－１ξ －ｓｎ
２（φ狘犿ξ）

， （４）

其中ｓｎ表示椭圆的正弦函数。可以看出（４）式由雅

可比正弦椭圆函数所确定，因而呈周期性变化。其中

狘ξ－狘＝狆 １＋
犣１
犣（ ）
ｃ

１／２

－ｓｇｎ［ ］犈 ，

狆＝
狘犈狘
犉
，　φ＝２

－１／２ １＋
犣１
犣（ ）
ｃ

１／４

狓，

犿ξ＝
１

２
１＋ｓｇｎ犈 １＋

犣１
犣（ ）
ｃ

－１／

［ ］
２

．

　　各参量所含的犣ｃ和狓分别表示为

犣ｃ＝
犈２

４犉
，　狓＝ 犈 １／２

τ．

　　显然狆和犣ｃ反映的是光电子能量和所受电场

间的关系，对于不同狆和犣ｃ，光电子的运动轨迹会

有所不同。

２．２　光电子沿着η方向的运动

光电子沿η轴电离受总能量的影响很大，所具

有的能量不同，光电子可能会处于束缚态不发生电

离或者η（τ）随着时间单调增加。此时鞍点能量

犈ｓｐ＝－２槡犣犉，其位置如图１所示。引进约化能量

ε＝犈／狘犈ｓｐ狘＝ｓｇｎ犈 犣ｃ／（ ）犣 １／２，它反映的是光电子

的动能犈与鞍点能量犈ｓｐ间的关系。当犈＜犈ｓｐ时光

电子处于束缚态，例如：在η方向上犈ｓｐ＝－２ 犣２槡 犉，

其位置如图１所示，这时犈≤－２ 犣２槡 犉，光电子处于

束缚态。同样根据犣２＝犣ｓｉｎ
２（β／２）和犈＝－２ 犣２槡 犉，

２５５
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可定义临界角为βｃ＝２ａｒｃｓｉｎ－犈／２槡（ ）犣犉 。当光电

子以角β＜βｃ发射时，即使能量大于鞍点能量，光电子

也无法逃离离子的作用场。因而关于η的解会随着光

电子的动能犈不同而不同。当狘犈狘≤２ 犣２槡 犉时，光电

子沿着η方向的运动满足关系

η（τ）＝狘η＋狘
１－ｃｎ（θ狘犿η）

ｓｎ（θ狘犿η
［ ］）

２

， （５）

式中

狘η＋狘＝狆
犣２
犣（ ）
ｃ

１／２

，　θ＝
犣２
犣（ ）
ｃ

１／４

狓，

犿η ＝
１

２
１－ｓｇｎ犈

犣２
犣（ ）
ｃ

－１／

［ ］
２

．

　　其中ｃｎ表示椭圆的余弦函数。这是光电子能

量低于鞍点能量时，光电子沿着η方向的轨迹方程。

而当光电子的动能大于鞍点能量时犈≥２ 犣２槡 犉，光

电子沿着η方向的运动规律则满足关系

η（τ）＝狘η＋狘
ｓｎ２（ψ狘犿η）

１－ｓｎ
２（ψ狘犿η）

， （６）

式中

狘η＋狘＝狆１－ １－
犣２
犣（ ）
ｃ

１／

［ ］
２

，

ψ＝
１

２
１＋ １－

犣２
犣（ ）
ｃ

１／

［ ］
２ １／２

狓，

犿η ＝２１＋ １－
犣２
犣（ ）
ｃ

－１／

［ ］
２ －１

．

　　显然对于光电子能量小于和大于鞍点能量情

况，其光电子运动轨迹方程会完全不同。这种不同

的运动轨迹会直接影响到光电子到达探测器的位

置，从而会影响到光电子成像谱的结构。

２．３　光电子到达探测器上的半径大小

了解了光电子的运动轨迹，就可以确定它到达探

测器上的位置或半径的大小。利用光电子光谱成像

技术能够直接观测到光电离过程中，光电子发射的初

始速度和角分布。这个技术的原理是：在静电场犉中

光电子以动能犈在确定的位置发射，投影到距离为犔

的探测器上，其图像外环的半径犚≈２犔 犈／狇槡 犉犔（犔

是原子到探测器的距离，犉表示电场，狇表示被电离的

光电子或离子的带电量）［２］。从（４）～ （６）式中可知，

光电子轨道分布只与动能犈和无量纲的参量犣ｃ 有

关。考虑中性原子的光致电离，即犣＝１，此时ε＝

ｓｇｎ犈 犣槡 ｃ。因此参量犣ｃ是库仑场和Ｓｔａｒｋ场的相关

强度的量度标准。通过（４）式和（６）式可推导出探测

器上图像的最大半径 犚ｍａｘ ＝２犔 １＋槡 ρ／ρ（ρ＝

狇犉犔／犈）
［１０，１１］。光电子能否处于自由状态或脱离离子

核束缚，分以下三种情况：

１）忽略库仑力相互作用，犈≥０时其最大半

径为

犚０ｍａｘ＝２（狆犔＋狆
２）１／２， （７）

而犈＜０时，光电子不能离开离子核。

２）考虑库仑力相互作用，且犈≤－２槡犉时光电

子处于束缚态，光电子也不能离开离子核。但是，对

于－２槡犉≤犈≤０，光电子可以离开离子核，其最大

半径为

犚ｃｍａｘ＝ （－狆＋２犉
－１／２）１／２（２犔）１

／２． （８）

　　３）考虑库仑力相互作用，且犈≥０时最大半

径为

犚ｃｍａｘ＝ 狆＋ 狆
２
＋
４（ ）犉

１／

［ ］
２ １／２

（２犔）１
／２． （９）

　　探测器上图像的最大半径与约化能量ε的关系

如图２所示。显然ε值比较大时犚
０
ｍａｘ和犚

ｃ
ｍａｘ的区别

不大，而－１≤ε≤１时，二者之间有明显差异，这时

与库仑力的相互作用不能忽略。通过以上分析，光

电子分布图的大小不是与犉－１／２线性相关的，而是和

犉－１／４成比例，表明了这时是满足（７），（８）式所表示

的关系。

图２ 光电子到达探测器的最大半径随约化能量ε的

变化曲线

Ｆｉｇ．２ Ｍａｘｉｍｕｍｒａｄｉｕｓｅｓｏｆｔｈｅｐｈｏｔｏｅｌｅｃｔｒｏｎｓ

ｐｒｏｊｅｃｔｉｎｇｏｎｔｏｔｈｅｄｅｔｅｃｔｏｒｖｅｒｓｕｓε

２．４　直接电离轨道和间接电离轨道

当光电子能量低于鞍点能量时，光电子的运动

轨道对应于（５）式的形式

η（τ）＝狘η＋狘
１－ｃｎ（θ狘犿η）

ｓｎ（θ狘犿η
［ ］）

２

．

　　可以看到，当ｓｎ（θ狘犿η）＝０时，对应的θ＝

２Ｋ（犿η），Ｋ（犿η）是第一类完全椭圆积分，这时

η（τ）→ ∞。这表明光电子能够逃离到无限远。令光

电子投射到无限远时的时间τ＝犜η：

犜η ＝２犓（犿η）
犣ｃ
犣（ ）
２

１／４

（－犈）－
１／２． （１０）

３５５
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　　同样在（３）式中，对于ξ（τ）＝０时，则ｓｎ（φ狘犿ξ）＝

０。τ所应满足的周期值可用犜ξ表示为

犜ξ＝２犓（犿ξ）１＋
犣１
犣（ ）
ｃ

－１／４

（－犈）－
１／２， （１１）

这是光电子运动穿过狕轴的时间周期，也叫做沿ξ方

向运动的零点个数（犖ξ）。因此光电子从发射点到无限

远处光电子轨道穿过狕轴的次数是比率犜η／犜ξ的整数

部分。根据光电子轨道穿过狕轴的次数不同可将光电

子发射过程分为直接电离轨道和间接电离轨道两类。

直接电离轨道是光电子发射过程不穿过狕轴而直接

到达探测器（即ξ无零点）；相反，间接电离轨道则是光

电子发射过程至少有一次穿过狕轴（即ξ有一个或多

个零点存在）。因此在光致电离时（犣＝１），低能光电

子会产生一个明显的同心结构。内部结构对应着直

接穿过势阱的光电子（直接电离）；外环则是发射的光

电子远离势阱（间接电离）。间接电离轨道与电场强

度以及光电子发射能量有关。

根据（１）式和犣ｃ＝犈
２／４犉，当犣１ →０时，犜ξ ＝

犜η，此时ξ只有一个零点存在，这样定义的能量犈为

犈ｄｉｒ，可以得到 犈ｄｉｒ ＝ 犽犈ｓｐ，其中 犽 满足关系

槡２犓（犿）（１／２＋犽／２）槡犽＝π。因此，当能量低于犈ｄｉｒ

时，无论发射角β为何值，直接电离轨道都不存在，

只有能量高于犈ｄｉｒ才在有限的发射角β区域内存在

直接电离轨道。这样分析经典轨道可分为四个能量

区域

１）低于鞍点能量（犈＜犈ｓｐ），经典运动处于束缚

态，即光电子不能被电离；

２）犈ｓｐ≤犈＜犈ｄｉｒ，只存在间接电离轨道，也就是

光电子发射过程中至少穿过狕轴一次，产生的是慢

电子；

３）犈ｄｉｒ≤犈＜０，直接和间接电离轨道同时存在，

慢电子、快电子同时存在；

４）犈≥０，光电子总是沿着η方向运动，可以产

生快电子。

当能量介于鞍点能量和零场电离能之间时，即同

时满足条件２），３）时，光电子在ξ方向上处于束缚态；

在η方向上，β＜βｃ时，光电子也处于束缚态，β≥βｃ

时，光电子则沿着η方向运动。

３　经典电离轨道的性质和光电子成

像图谱

根据前面的分析，外场作用下的快慢电子和参

量犣ｃ（或ε）有关。犣ｃ值介于０～１（－１≤ε≤１）的

是慢光电子，犣ｃ值大于１００（ε≥１０）即为快光电子。

当犣ｃ＝１０００时，精确轨道和抛物线轨道基本没有

区别。也就是说，此时在光电子光谱投影时可以忽略

库仑场的作用。而当考虑慢光电子的情况（犣ｃ ＝

０．１）时，两种电离轨道则截然不同。

对于快光电子，只有当发射方向几乎平行于外场

方向时，即发射角β很小的情况。定义一个临界角

β０（ε），对于任意的犈＞犈ｓｐ的能量，光电子能够以能量

犈＝ε狘犈ｓｐ狘发射。当β＞β０（ε）时，经典电离轨道与简

单的抛物线轨道几乎相同（犖ξ＝０ｏｒ１）；当β＜β０（ε）

时，二者的差距则很明显，此时沿ξ方向的拐点（犖ξ）

严格大于１。随着ε的增加，β０（ε）逐渐变小。所以，根据

发射角β给定的能量值被分为三个区域

１）当β＜βｃ时，犖ξ→ ∞，光电子处于束缚态；

２）当βｃ≤β＜β０（ε）时，犖ξ≥２，光电子运动轨

迹很复杂；

３）当β≥β０（ε）时，犖ξ≤１，光电子运动轨迹很

简单。

根据光电子光谱成像原理，光电子投射到探测

器上的图像半径犚是发射角β的函数。前面的（３）式

和（５）式说明了光电子电离轨道的布局与参量犣ｃ和

能量有关。也就是说，极坐标犚（β）的形状和ε值有

关，大小则受狆的影响。当电离区域与探测器间的距

离犔无穷远时，这个结论非常准确。但实际条件犔是

有限的，极坐标犚（β）对于给定的犣ｃ随着犈有轻微

的变化，当犔犚（β）时这种变化可以忽略。下面各

图分别是在不同的犣ｃ值情况下，对应的探测器上图

像的半径犚（β）的极坐标变化关系。

图３是极坐标犚（β）随β的变化关系。当参量犣ｃ

很大时（犣ｃ＝１００），犚（β）的变化几乎不受库仑势的

影响，即犚（β）≈犚
０
ｍａｘｓｉｎβ，这时对应的是快光电子。

当犣ｃ减小时，在β＝０周围出现一个细长的线条，这

种现象是由于光电子在小角度发生散射的结果。随

着犣ｃ变得越小这种现象就越明显，对于能量为负值

时犣ｃ＝０．３，０．９对应的极坐标犚（β）随β的变化关

系，只有当角度大于一定值时电子才能投影到探测器

上，这个值随着参量犣ｃ的增加而变大，这个角度即为

前面所说的临界角βｃ。图３中的（ｂ）和（ｃ）过程中既包

含有快光电子也包含有慢光电子。而图３（ｄ），（ｅ），

（ｆ）所示的结果对应着的是慢电子过程。

光电子成像图谱实验是反应光电子从电离区域

飞到探测器上的分布状况，计算和画图方法可参考

文献［１０～１２］。这种二维图形包含初始动能和角分

布。当忽略库仑场时，在二维图形中一个单能量通

４５５
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图３ 光电子具有能量为正、负值时，对于不同犣ｃ值极坐标犚（β）随β的变化关系

Ｆｉｇ．３ Ｒａｄｉｕｓｅｓｏｆｔｈｅｐｈｏｔｏｅｌｅｃｔｒｏｎｓｐｒｏｊｅｃｔｉｎｇｏｎｔｏｔｈｅｄｅｔｅｃｔｏｒｖｅｒｓｕｓβｉｎｔｈｅｐｏｌａｒｃｏｏｒｄｉｎａｔｅｓｗｈｅｎ

ｔｈｅｐｈｏｔｏｅｌｅｃｔｒｏｎｓｔａｋｅｏｎｔｈｅｐｏｓｉｔｉｖｅａｎｄｎｅｇａｔｉｖｅｅｎｅｒｇｙ．

道犠０（犠０ 是光电子的初始能量）对应一个半径与

犠槡 ０ 成比例的单环。考虑库仑场时，初始角分布则

与犚（β）函数结合得到模拟图像。

当犣ｃ＝１００时，光电子成像图有一个单环。随

着犣ｃ的减小，图形出现中心点，并随着犣ｃ减小越来

越强度（犣ｃ＝１）。当光电子发射能量减小到零场电

离能时（犣ｃ＝０），中心强度更强，并且出现了两个外

环。图像明显的分为三个区域：强度很大的中心区

域是不同的发射角度β的光电子的叠加，与间接电

离相关；内环对应直接电离过程，外环则对应最大半

径犚ｃｍａｘ，这时的光电子则介于直接和间接电离过程

中间。对于能量为负值犈＝－０．１１（犣ｃ＝０．３）的情

况时，中心点强度比外环强度大得多，说明是以间接

电离为主，但仍有少量直接电离。当能量的达到

犈＝－０．１９（犣ｃ＝０．９）时外环消失，只存在中心点强

度，即只有间接电离。图４中各图分别是图３中各

图在探测器上的投影，两者一一对应。直接电离轨

道对应着快电子的运动规律，其光电子成像光谱图

仅仅是一个环状图形，它的半径与光电子的能量相

关，而环状图形则与光电子的空间分布相对应。而

间接电离轨道则与慢电子相对应，其光电子成像光

谱图结构比直接电离情况要更加复杂，它受到多种

因素的影响。对于纯粹的慢电子而言，它在成像光

谱图中位于中心位置。

图４ 能量为正、负值时，不同犣ｃ值的光电子成像图

Ｆｉｇ．４ Ｐｈｏｔｏｅｌｅｃｔｒｏｎｉｍａｇｉｎｇｐａｔｔｅｒｎｗｉｔｈｔｈｅｖａｒｉｏｕｓ犣ｃ

ｗｈｅｎｔｈｅｐｈｏｔｏｅｌｅｃｔｒｏｎｓｈａｖｅｐｏｓｉｔｉｖｅａｎｄｎｅｇａｔｉｖｅ

　　　　　　　　ｅｎｅｒｇｙ

４　结　　论

讨论了抛物线坐标下光电子运动方程在各种情

５５５
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况下的解，以及光电子运动的特征。介绍了慢光电

子与快电子成像光谱图的不同。从光电子的图谱中

可直接判断处于中心位置的图像是间接电离过程的

贡献，而处于直接和间接电离过程之间时是无法从

图谱中给出明确的结论。这要看具体的激发过程以

及所激发样品的能级特点做出综合判断。更为详细

的结论则一定要结合理论的计算和分析而获得。但

对于简单的快电子电离过程，其光电子成像光谱即

反映了光电子的能量特点，也反映了与电子轨道空

间分布相关的信息。慢电子的光电子成像图谱则截

然不同。当外加电场一定时，它的图像与其电子的

能量密切相关。

参 考 文 献
１Ｈ． Ｈｅｌｍ， Ｎ． Ｂｊｅｒｒｅ， Ｍ．Ｊ． Ｄｙｅｒ犲狋 犪犾．．Ｉｍａｇｅｓ ｏｆ

ｐｈｏｔｏｅｌｅｃｔｒｏｎｓｆｏｒｍｅｄｉｎｉｎｔｅｎｓｅｌａｓｅｒｆｉｅｌｄｓ［Ｊ］．犘犺狔狊．犚犲狏．

犔犲狋狋．，１９９３，７０（２１）：３２２１～３２２４

２ＣｈｒｉｓｔｉａｎＢｏｒｄａｓ．Ｃｌａｓｓｉｃａｌｍｏｔｉｏｎｏｆａｐｈｏｔｏｅｌｅｃｔｒｏｎｉｎｔｅｒａｃｔｉｎｇ

ｗｉｔｈｉｔｓｉｏｎｉｃｃｏｒｅ：ｓｌｏｗｐｈｏｔｏｅｌｅｃｔｒｏｎｉｍａｇｉｎｇ［Ｊ］．犘犺狔狊．犚犲狏．

（犃），１９９８，５８（１）：４００～４１０

３Ｃ．Ｂｏｒｄａｓ，Ｆ．Ｐａｕｌｉｇ，Ｈ．Ｈｅｌｍ犲狋犪犾．．Ｐｈｏｔｏｅｌｅｃｔｒｏｎｉｍａｇｉｎｇ

ｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ：ｐｒｉｎｃｉｐｌｅａｎｄｉｎｖｅｒｓｉｏｎｍｅｔｈｏｄ［Ｊ］．犚犲狏．犛犮犻犲狀狋．

犐狀狊狋狉狌犿．，１９９６，６７（６）：２２５７～２２６８

４ＤａｖｉｄＡ．Ｈａｒｍｉｎ．Ｔｈｅｏｒｙｏｆｔｈｅｓｔａｒｋｅｆｆｅｃｔ［Ｊ］．犘犺狔狊．犚犲狏．

（犃），１９８２，２６（５）：２６５６～２６８１

５Ｒ．Ｒ．Ｆｒｅｅｍａｎ，Ｎ．Ｐ．Ｅｃｏｎｏｍｏｕ，Ｇ．Ｃ．Ｂｊｏｒｋｌｕｎｄ犲狋犪犾．．

Ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎ ｏｆ ｅｌｅｃｔｒｉｃｆｉｅｌｄｉｎｄｕｃｅｄ ｒｅｓｏｎａｎｃｅｓ ａｂｏｖｅ ｔｈｅ

ｉｏｎｉｚａｔｉｏｎｌｉｍｉｔｉｎａｏｎｅｅｌｅｃｔｒｏｎａｔｏｍ［Ｊ］．犘犺狔狊．犚犲狏．犔犲狋狋．，

１９７８，４１（２１）：１４６３～１４６７

６Ｓ．Ｆｅｎｅｕｉｌｌｅ，Ｓ．Ｌｉｂｅｒｍａｎ，Ｊ．Ｐｉｎａｒｄ犲狋犪犾．．Ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎｏｆｆａｎｏ

ｐｒｏｆｉｌｅｓｉｎｐｈｏｔｏｉｏｎｉｚａｔｉｏｎｏｆｒｕｂｉｄｉｕｍｉｎｔｈｅｐｒｅｓｅｎｃｅｏｆａｄｃｆｉｅｌｄ

［Ｊ］．犘犺狔狊．犚犲狏．犔犲狋狋．，１９７９，４２（２１）：１４０４～１４０６

７Ｖ． Ｄ． Ｋｏｎｄｒａｔｏｖｉｃｈ， Ｖ． Ｎ． Ｏｓｔｒｏｖｓｋｙ． Ｒｅｓｏｎａｎｃｅ ａｎｄ

ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅｐｈｅｎｏｍｅｎａｉｎｔｈｅｐｈｏｔｏｉｏｎｉｓａｔｉｏｎｏｆａｈｙｄｒｏｇｅｎａｔｏｍ

ｉｎａｕｎｉｆｏｒｍ ｅｌｅｃｔｒｉｃｆｉｅｌｄ：ｒｅｓｏｎａｎｃｅｓｂｅｌｏｗ ａｎｄａｂｏｖｅｔｈｅ

ｐｏｔｅｎｔｉａｌｂａｒｒｉｅｒ［Ｊ］．犑．犘犺狔狊．（犅），１９８４，１７：１９８１～２０１０

８Ｖ． Ｄ． Ｋｏｎｄｒａｔｏｖｉｃｈ， Ｖ． Ｎ． Ｏｓｔｒｏｖｓｋｙ． Ｒｅｓｏｎａｎｃｅ ａｎｄ

ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅｐｈｅｎｏｍｅｎａｉｎｔｈｅｐｈｏｔｏｉｏｎｉｓａｔｉｏｎｏｆａｈｙｄｒｏｇｅｎａｔｏｍ

ｉｎａｕｎｉｆｏｒｍｅｌｅｃｔｒｉｃｆｉｅｌｄ：ｏｖｅｒｌａｐｐｉｎｇｒｅｓｏｎａｎｃｅｓａｎｄｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ

［Ｊ］．犑．犘犺狔狊．（犅），１９８４，１７：２０１１～２０３８

９Ｖ． Ｄ． Ｋｏｎｄｒａｔｏｖｉｃｈ， Ｖ． Ｎ． Ｏｓｔｒｏｖｓｋｙ． Ｒｅｓｏｎａｎｃｅ ａｎｄ

ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅｐｈｅｎｏｍｅｎａｉｎｔｈｅｐｈｏｔｏｉｏｎｉｓａｔｉｏｎｏｆａｈｙｄｒｏｇｅｎａｔｏｍ

ｉｎａｕｎｉｆｏｒｍｅｌｅｃｔｒｉｃｆｉｅｌｄ：ｃｏｍｐａｒｉｓｏｎｗｉｔｈｒｅｃｅｎｔｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔａｌ

ａｎｄｔｈｅｏｒｅｔｉｃａｌｒｅｓｕｌｔｓ［Ｊ］．犑．犘犺狔狊．（犅），１９９０，２３：２１～４３

１０ＦａｎＲｏｎｇ，ＬｉｕＪｕａｎ，ＱｉｕＸｕ犲狋犪犾．．Ａｎｇｕｌａｒｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎａｎｄ

ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅｐａｔｔｅｒｎｏｆｐｈｏｔｏｅｌｅｃｔｒｏｎｓ［Ｊ］．犃犮狋犪犘犺狅狋狅狀犻犮犪犛犻狀犻犮犪，

２００９，３８（７）：１６３２～１６３６

　 樊　荣，刘　娟，仇　旭 等．光电子的干涉效应及角分布状态分

析［Ｊ］．光子学报，２００９，３８（７）：１６３２～１６３６

１１ＬｉｕＪｕａｎ，ＦａｎＲｏｎｇ，ＣｈｅｎｇＪｉａｎｊｕｎ犲狋犪犾．．Ａｎａｌｙｓｅｓｏｆｔｈｅ

ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅｐａｔｔｅｒｎｆｏｒｔｈｅｐｈｏｔｏｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃａｎｇｕｌａｒｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ

［Ｊ］．犑．犛犺犪犪狀狓犻犖狅狉犿犪犾犝狀犻狏犲狉狊犻狋狔，２０１０，３７（２）：２９～３３

　 刘　娟，樊　荣，程建军 等．多通道电离过程中光电子角分布干

涉图分析［Ｊ］．陕西师范大学学报，２０１０，３７（２）：２９～３３

１２Ｌｉ Ｙｏｎｇｆａｎｇ， Ｌｉｕ Ｊｕａｎ， Ｆａｎ Ｒｏｎｇ 犲狋 犪犾．．Ｉｏｎｉｚａｔｉｏｎ

ｐｈｏｔｏｅｌｅｃｔｒｏｎｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅａｎｄｓｐａｃｅａｎｇｕｌａｒｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎｏｆｔｈｅ

ｐｈｏｔｏｅｌｅｃｔｒｏｎ［Ｊ］．犆犺犻狀犲狊犲犑．犔犪狊犲狉狊，２００９，３６（１１）：２８６５～２８６８

　 李永放，刘　娟，樊　荣 等．电离光电子的干涉效应与空间角分

布［Ｊ］．中国激光，２００９，３６（１１）：２８６５～２８６８

６５５


